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(57) Abstract: The invention relates to an apparatus and a method for treating one or more substrates (2), comprising a process
chamber (3) and a susceptor (1) which can be heated by a heating device (4) which comprises a plurality of zone heating devices (4"),
wherein a first zone heating device (4') heats a first zone (A) of the susceptor (1) and a second zone heating device (4') heats a
second zone (B) of the susceptor (1), wherein a control device (5) is associated with each zone (A, B), the control variable of said
control device being a temperature measured with at least one temperature measuring device (6) on the first side (1') of each zone (A,
B), which temperature is regulated to a target value by controlling the heating power fed into the associated zone heating device (4').
It is proposed that the control variable of the second zone (B) is a temperature of the free surface of the substrate (2) and, in addition,
a temperature of the free surtace of the first side (1) of the susceptor (1) is measured in the second zone (B) and the target value of
the control device (5) associated with the first zone (A) has at least one contribution from the value of the temperature of the free
surface of the first side (1') of the susceptor (1) in the second zone.

(57) Zusammenfassung:
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Veroffentlicht:
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—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Behandeln von ein oder mehreren Substraten (2), mit einer
Prozesskammer (3) und einem Suszeptor (1), der von einer, mehrere Zonen-Heizeinrichtungen (4') aufweisenden Heizeinrichtung
(4) beheizbar ist, wobei eine erste Zonen-Heizeinrichtung (4') eine erste Zone (A) des Suszeptors (1) beheizt und eine zweite
Zonen-Heizeinrichtung (4') eine zweite Zone (B) des Suszeptors (1) beheizt, wobei jeder Zone (A, B) eine Regeleinrichtung (5)
zugeordnet ist, deren Regelgrofe eine mit mindestens einer Temperatur-Messeinrichtung (6) auf der ersten Seite (1') der
jeweiligen Zone (A, B) gemessene Temperatur ist, die durch Steuern der in die zugeordnete Zonen-Heizeinrichtung (4")
eingespeiste Heizleistung aufeinen Sollwert geregelt wird. Es wird vorgeschlagen, dass die Regelgrofie der zweiten Zone (B) eine
Temperatur der freien Oberflache des Substrates (2) ist und zusétzlich eine Temperatur der freien Oberfléche der ersten Seite (1)
des Suszeptors (1) in der zweiten Zone (B) gemessen wird und der Sollwert der der ersten Zone (A) zugeordneten
Regeleinrichtung (5) zumindest einen Beitrag aus dem Wert der Temperatur der freien Oberflache der ersten Seite (1') des
Suszeptors(1) in der zweite Zone besitzt.
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Vorrichtung und Verfahren zum thermischen Behandeln von Substraten

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Behandeln von ein oder mehreren
Substraten, mit einer Prozesskammer und einem Suszeptor, der eine zur Pro-
zesskammer weisende erste Seite zur Aufnahme der ein oder mehreren Sub-
strate und eine davon abgewandte zweite Seite aufweist, die von einer, mehrere
Zonen-Heizeinrichtungen aufweisenden Heizeinrichtung beheizbar ist, wobei
eine erste Zonen-Heizeinrichtung eine erste Zone des Suszeptors beheizt und
eine zweite Zonen-Heizeinrichtung eine zweite Zone des Suszeptors beheizt,
wobei jeder Zone eine Regeleinrichtung zugeordnet ist, deren Regelgrofse eine
mit mindestens einer Temperatur-Messeinrichtung auf der ersten Seite der je-
weiligen Zone gemessene Temperatur ist, die durch Steuern der in die zuge-
ordnete Zonen-Heizeinrichtung eingespeiste Heizleistung auf einen Sollwert

geregelt wird.

Die Erfindung betrifft dartiber hinaus ein Verfahren zum Behandeln von ein
oder mehreren Substraten, in einer Prozesskammer, wobei eine zur Prozess-
kammer weisende erste Seite eines Suszeptors ein oder mehrere Substrate tragt
und eine davon abgewandte zweite Seite von einer mehrere Zonen-Heizeinrich-
tungen aufweisenden Heizeinrichtung beheizt wird, wobei eine erste Zonen-
Heizeinrichtung eine erste Zone des Suszeptors beheizt und eine zweite Zonen-
Heizeinrichtung eine zweite Zone des Suszeptors beheizt, wobei jeder Zone
eine Regeleinrichtung zugeordnet ist, deren Regelgrofie eine mit mindestens
einer Temperatur-Messeinrichtung auf der ersten Seite der jeweiligen Zone ge-
messene Temperatur ist, die durch Steuern der in die zugeordnete Zonen-Heiz-

einrichtung eingespeiste Heizleistung auf einen Sollwert geregelt wird.

In den DE 10 2013 109 155 und DE 10 2013 114 412 werden Vorrichtungen und
Verfahren zum Behandeln von Substraten beschrieben, wobei die Substrate auf

einer den Boden einer Prozesskammer ausbildenden ersten Seite eines Suszep-
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tors aufliegen. Die Riickseite des Suszeptors wird mittels einer Heizeinrichtung
beheizt. Die Heizeinrichtung bildet mehrere Zonen-Heizeinrichtungen aus, mit
denen ringférmig um ein Zentrum des Suszeptors angeordnete Zonen beheizt
werden. Die radial inneren Zonen sind mit Substraten belegt. Die Zonen bilden
Vollkreisflichen aus, die Oberflichenabschnitte besitzen, die mit Substraten
belegt sind und dazwischenliegende Oberfldchenabschnitte, die nicht mit Sub-
straten belegt sind. Eine radial dufSere Zone besitzt zumindest einen Vollkreis-
abschnitt, der nicht mit Substraten belegt ist. Die radial dufSere Zone kann auch
tiberhaupt nicht mit Substraten belegt sein, sondern lediglich eine freie Suszep-

toroberfliche aufweisen.

Bei der erfindungsgemaéfien Vorrichtung, die den oben beschriebenen Aufbau
aufweist, ist, wie bereits in DE 10 2012 101 717 A1 beschrieben, zudem ein Gas-
einlassorgan vorgesehen, welches eine Gasauslassfldche aufweist, welche die
Decke der Prozesskammer ausbildet. Durch die Gasaustrittstliche treten Pro-
zessgase in die Prozesskammer ein. Bei den Prozessgasen handelt es sich um
Ausgangsstoffe, die mit einem Trédgergas, beispielsweise Wasserstoff, in die
Prozesskammer eingeleitet werden. Die Ausgangsstoffe zerlegen sich auf den
Oberfliachen der beheizten Substrate, aber auch auf den freien Oberflichen des
Suszeptors, die sich zwischen den Substraten befinden. Die Zerlegungsproduk-
te reagieren derart miteinander, dass eine Schicht auf dem Substrat, aber auch
eine Beschichtung auf den freien Oberflachenabschnitten abgeschieden wird. Es
ist eine technologische Herausforderung, die Oberflichentemperaturen der
Substrate wahrend des gesamten Beschichtungsprozesses ohne einen nennens-

werten lateralen Temperaturgradienten auf eine Solltemperatur zu regeln.

Die WO 97/28669 beschreibt hierzu eine Regeleinrichtung, mit der jede der ein-
zelnen Zonenheizeinrichtungen separat geregelt werden kann. Mit einer Tem-
peratur-Messeinrichtung, beispielsweise einem Pyrometer, wird die Oberfla-

chentemperatur des Substrates oder die Oberflichentemperatur der freien Sus-
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zeptoroberfliche gemessen. Dort wird von einer Regeleinrichtung ausgegan-
gen, die nach dem Master-Slave-Prinzip in einer Temperaturzone die Tempera-
tur nach einem Vorgabe-Sollwert regelt und in einer dazu benachbarten Zone

die Temperatur nach einem Ist-Wert einer anderen Zone.

Die US 6,492,625 B1 offenbart ebentfalls eine CVD-Beschichtungseinrichtung mit
mehreren radial nebeneinander liegenden Heizzonen, die jeweils eine Heizein-
richtung und eine Temperatur-Messeinrichtung autweisen. Die Substrattempe-
ratur eines auf einem Suszeptor aufliegenden Wafers wird als Regelgrofse ver-
wendet, um diese Temperatur auf einem von einer Rezeptur vorgegebenen
Sollwert zu halten. Mit einem Pyrometer wird in dieser Heizzone zusétzlich die
von der Suszeptoroberfliche emittierte Strahlung gemessen. Ein derartiges Sus-
zeptor-Pyrometer ist auch in radial dufSeren und inneren Zonen vorgesehen,
um dort die vom Suszeptor emittierte Strahlung zu messen. Auch hier wird
nach dem Master-Slave-System die Suszeptortemperatur durch Vergleich der
von den freien Oberfldchen der Suszeptor-Zone emittierten Strahlung die in die
radial dufferen und inneren Heizzonen eingespeiste Heizleistung derart gere-

gelt, dass die Suszeptortemperaturen in allen Zonen dieselben sind.

Die WO 99/57751 beschreibt eine Vorrichtung und ein Verfahren, bei dem auf
einem Suszeptor ein zu beschichtendes Substrat autliegt. Der Suszeptor wird
von unten und von oben jeweils mit einer Heizeinrichtung beheizt, die separat
geregelt werden. Hierzu dient ein die vom Substrat emittierte Strahlung emp-
fangendes Substratpyrometer und ein die vom Suszeptor emittierte Strahlung

empfangendes Suszeptorpyrometer.

Die US 5,790,750 offenbart eine d4hnliche CVD-Vorrichtung, bei der der auf sei-
ne nach oben weisenden Oberseite Substrate tragende Suszeptor sowohl von

unten als auch von oben durch IR-Strahler aufgeheizt wird. Auch hier sind
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zwei Pyrometer vorgesehen, von denen eines die Substrattemperatur und ein

anderes die Suszeptortemperatur misst.

Die US 2012/0221138 offenbart ebenfalls eine CVD-Beschichtungsvorrichtung
mit mehreren Zonenheizeinrichtungen, jeder Zonenheizeinrichtung zugeordne-
ter Temperaturmesseinrichtung und Regeleinrichtung, wobei die mehreren Re-

geleinrichtungen von einer zentralen Steuereinrichtung angesteuert werden.

Die US 5,875,416 beschreibt einen CVD-Reaktor mit einem in einem Reaktorge-
hiduse angeordneten Substrattrager und einem aufSerhalb des Reaktorgehduses
angeordneten Heizer, mit dem der Substrattriager beheizt werden soll. Ein am
Reaktorgehduse angeordneter erster Sensor liefert die Regelgrofie fiir eine Re-
geleinrichtung, um diese Temperatur auf einen Sollwert zu regeln. Mit einem
zweiten Sensor, der unmittelbar mit dem Substrattrager zusammenwirkt, wird
ein Korrekturwert gewonnen, mit dem der Sollwert modifiziert wird. Der Kor-
rekturwert ist eine Differenz der beiden von den Temperaturmesseinrichtungen

gemessenen Messwerte.

Bei einer erfindungsgemadfien Vorrichtung kann nur in den radial inneren Heiz-
zonen die gemessene Oberfldchentemperatur der Substrate zur Regelung der
Zonen-Heizeinrichtungen verwendet werden. In der radial dufseren Heizzone

ist dies nicht moglich.

In einer erfindungsgemifien Vorrichtung wird die Prozesskammerdecke aktiv
gekiihlt, so dass sich zwischen der Heizeinrichtung und der Prozesskammerde-
cke ein hoher Temperaturgradient einstellt. Dies hat zur Folge, dass die Ober-
flichentemperatur der Substrate in der Regel geringer ist, als die Oberfldchen-
temperatur der zwischen den Substraten liegenden freien Oberflichenabschnit-
te des Suszeptors. Bei den radial innenliegenden Zonen kann die von der zuge-

horigen Temperatur-Messeinrichtung gemessene Substrattemperatur als Fiih-
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rungsgrofie verwendete werden. Eine qualitativ gleichwertige Fiihrungsgrofie

tehlt in der radial dufleren Zone, da dort keine Substrate angeordnet sind.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Mafinahmen anzugeben, mit denen
die Oberfldche des Suszeptors in der ersten Zone auf einem prozessoptimierten

Wert gehalten werden kann.

Gelost wird die Aufgabe durch die in den Anspriichen angegebene Erfindung,.
Die Unteranspriiche stellen vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung aber

auch eigenstindige Losungen der Aufgabe dar.

Zunichst und im Wesentlichen wird vorgeschlagen, dass die Regelgrofie der
zweiten Zone eine Temperatur der freien Oberfliche eines dortigen Substrates
ist. Zusatzlich wird vorgeschlagen, dass auch die Temperatur der freien Ober-
flache der ersten Seite des Suszeptors in der zweiten Zone gemessen wird Zur
Regelung der Temperatur der ersten und der zweiten Heizzone werden jeweils
dieselben von der Rezeptur vorgegebenen Sollwerte verwendet. In der zweiten
Zone wird die Substrattemperatur nach diesem Sollwert geregelt. Zu Regelung
der Oberflachentemperatur des Suszeptors wird in der ersten Heizzone dieser
Sollwert mit einem Korrekturwert modifiziert. Dieser Korrekturwert ist die Dif-
ferenz der dortigen in der zweiten Zone gemessenen Temperatur der Oberfla-
che des Suszeptors von der Temperatur der Oberfldche des Substrates. Dieser
Korrekturwert wird dem von der Rezeptur vorgegebenen Sollwert hinzuad-
diert. Die Solltemperatur der ersten Zone ist gewissermafsen nicht die Tempera-
tur der freien Oberfldche des Suszeptors, sondern eine fiktive Substratoberfla-
chentemperatur in der ersten Zone. Die fiktive Substrattemperatur wird da-
durch berechnet, dass eine Ditferenz von der in der zweiten Zone gemessenen
Oberflichentemperatur des Suszeptors und der in der zweiten Zone gemesse-
nen Oberfldchentemperatur des Substrates gebildet wird, die auf den Tempera-

turgradienten in der Prozesskammer zuriickzufiihren ist. Dies hat den Vorteil,
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dass mit einer Rezeptur gearbeitet werden kann, in der eine einheitliche Regel-
temperatur angegeben ist. Auf diese Temperatur werden in der Zone oder in
den Zonen, die mit Substraten belegt werden, die Oberflichentemperaturen der
Substrate geregelt. In der nicht mit Substraten belegten Zone wird die Solltem-
peratur um die Differenz modifiziert. Diese Temperaturdifferenz zwischen ge-
messener Substratoberflichentemperatur und gemessener Suszeptoroberfli-
chentemperatur kann im Laufe des Abscheideprozesses variieren. Sie kann sich
vergrofiern, aber auch verkleinern. Die Ursache hierfiir liegt u.a. in einer sich
dndernden Emissivitdt der freien Oberfldche des Suszeptors, da diese im Laufe
des Abscheideprozesses mit Reaktionsprodukten belegt wird. Auch die Emissi-
vitat der Substratoberfliche kann sich d@ndern. Es ist sowohl vorgesehen, dass
der Sollwert in Intervallen angepasst wird als auch kontinuierlich angepasst
wird. Die erfindungsgemaifse Vorrichtung kann folgende ergdnzenden Merkma-
le aufweisen: Der Suszeptor ist um eine Drehachse drehantreibbar, so dass die
Zonen Vollkreiszonen um die Drehachse sind. Die Temperatur-Messeinrich-
tung kann ein Pyrometer sein. Die Temperatur-Messeinrichtung kann derart
ausgebildet und angeordnet sein, dass sie schnell hintereinander eine Vielzahl
von Messwerten liefert. Diese Messwerte liegen bevorzugt auf einer Abtaststre-
cke. Die Abtaststrecke ist eine Vollkreislinie um die Drehachse des Suszeptors.
Diese Abtaststrecke verlduft in der ersten Zone, welche bevorzugt eine radial
duflere Zone ist, nur tiber die freie Oberfliche des Suszeptors, welcher aus Gra-
phit oder einem beschichteten Graphit bestehen kann. In ein oder mehreren
weiteren Zonen, bei denen es sich um radial innen liegende Zonen handelt, ver-
lauft die Abtaststrecke sowohl tiber mit Substraten bedeckten Abschnitten des
Suszeptors als auch tiber nicht mit Substraten bedeckten Abschnitten des Sus-
zeptors, so dass mit der jeweiligen Temperatur-Messeinrichtung sowohl die
Oberfldchentemperaturen der Substrate als auch die Oberflichentemperaturen
der freien Oberfliche des Suszeptors ermittelbar sind. Fiir jede der Zonen
braucht nur eine Temperatur-Messeinrichtung vorgesehen sein. Die jeweilige

Temperatur-Messeinrichtung misst auf einer Radialposition eine Oberflichen-
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temperatur. Je nach Drehstellung des Suszeptors handelt es sich dabei um die
Oberflachentemperatur eines Substrates oder die Oberfldchentemperatur des
Suszeptors. Uber einen Drehwinkelgeber kann die Temperatur-Messeinrich-
tung unterscheiden, ob der jeweils aufgenommene Messpunkt einem Messwert
auf der Oberfldche des Substrates oder des Suszeptors entspricht. Es ist aber
auch moglich, zwischen den beiden Temperaturen aufgrund der Messwerthohe
zu unterscheiden, da die Substrattemperatur geringer ist, als die Suszeptortem-
peratur. Ein zur Durchfiihrung des Verfahrens verwendbarer Temperaturwert
wird bevorzugt aus einer Mittelung einer Vielzahl von einzelnen Temperatur-
Messwerten gebildet. Dabei kann die Mittelung {iber eine Vollkreisdrehung des
Suszeptors, tiber mehrere Vollkreisdrehungen des Suszeptors oder aber auch
nur tiber eine Teilkreisdrehung des Suszeptors erfolgen. Mit derselben Tempe-
ratur-Messeinrichtung ist es somit moglich, sowohl die Oberflichen-Tempera-
tur eines oder mehrerer in der Zone angeordneten Substrate als auch die Tem-
peratur der freien Oberflachenabschnitte in dieser Zone zu messen. Es reicht
somit aus, wenn einer Zone lediglich eine Temperatur-Messeinrichtung, bei-
spielsweise ein Pyrometer, zugeordnet ist. Der Suszeptor besitzt eine Kreis-
scheibenform und eine Vielzahl von Lagerplitzen fiir Substrate. Bei den Lager-
pldtzen kann es sich um kreisférmige Vertiefungen in der Oberfldche des Sus-
zeptors handeln. Die Lagerplidtze kénnen aber auch durch Sockel begrenzt sein,
die Flanken aufweisen, an denen Randabschnitte des Substrates anliegen. In
einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Soll-
wert der der ersten Zone zugeordneten Regeleinrichtung der Temperatur der
freien Oberfldche der ersten Seite des Suszeptors der zweiten Zone entspricht.
Der Sollwert der ersten Zone ist somit um eine Differenz geringer als der Soll-
wert der Regeleinrichtung der zweiten Zone, wobei die Ditferenz die Differenz
der Oberfldachentemperatur des Suszeptors und der Oberflachentemperatur des
Substrates ist. Bevorzugt liegen die beiden Zonen unmittelbar benachbart zuei-
nander. Als Heizeinrichtung kann eine Infrarotheizung, beispielsweise eine

Widerstandsheizung oder eine RF-Heizung verwendet werden. Die Heizein-
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richtung beheizt eine zweite Seite des Suszeptors, die einer ersten Seite gegen-
tiberliegt, deren Oberflichentemperaturen gemessen werden. Es sind bevorzugt
mehr als zwei individuell beheizbare Zonen vorgesehen, beispielsweise drei
oder vier Heizzonen, wobei die dritte und vierte Heizzone qualitativ dhnlich
der zweiten Zone ausgebildet ist. Die diesbeziigliche bevorzugt kreisringftrmi-
ge Oberfldche des Suszeptors ist teilweise mit Substraten belegt. Sie besitzt auch
freie Oberfldchenabschnitte des Suszeptors. Bei den Sensoren handelt es sich
um Pyrometer, beispielsweise um Infrarot-Pyrometer. Es kann sich auch um ein
Quotienten-Pyrometer, also ein Zweifarben- oder Zweiwellenlingen-Pyrometer
handeln. Es sind auch einfache Pyrometer oder aktiv emissivitdtskompensierte
Pyrometer mit Reflektivititsmessung bei der Detektorwellenldnge zur Emissivi-
tat denkbar. Auch UV-Pyrometer konnen eingesetzt werden. Der Suszeptor
wird zum Zwecke der Temperaturmittelung und zur Wachstumsratenmitte-
lung drehangetrieben. Die Heizeinrichtung und das insbesondere als Shower-
head ausgebildete Gaseinlassorgan werden hingegen nicht mitgedreht, sondern
sind dem Reaktorgehiuse ortsfest zugeordnet. Ebenso sind die Pyrometer, also
die Temperatur-Messeinrichtungen ortsfest dem Reaktorgehduse zugeordnet.
Sie konnen riickwértig des Gaseinlassorganes angeordnet sein. Das Gaseinlass-
organ kann Fenster aufweisen, durch die hindurch gemessen wird. Es wird ins-
besondere durch eine Gasaustrittsoffnung des Gaseinlassorganes hindurch ge-
messen. Es wird der Zeitverlauf der Temperatur {iber einen Kreisbogen entlang
des rotierenden Suszeptors mit einer relativ engen Taktrate aufgenommen. Bei-
spielsweise konnen 500 bis 1.000 Datenaufnahmepunkte pro Umdrehung ge-
wonnen werden. Die erfassten Messwerte werden tiber eine bestimmte Zeit-
spanne oder etwa tiber eine einzelne Umdrehung gemittelt. Dies reduziert das
Messsignalrauschen. Es ist ferner vorgesehen, dass zur Bestimmung des Tem-
peraturversatzes der Solltemperatur zur Regelung der ersten Zone nicht nur
Temperatur-Messwerte der zweiten Zone herangezogen werden, sondern auch
Messwerte einer dritten oder einer vierten Zone herangezogen werden, wobei

diese Messwerte wiederum einen Temperaturwert der Oberfldche des Substra-



10

15

20

25

30

WO 2016/116373 PCT/EP2016/050796

tes und einen Temperaturwert der freien Suszeptoroberfliche beinhalten. Er-
findungsgemafs wird ein Pyrometer fiir eine Zonenregelung und Korrektur der
Temperaturwerte eines Sensors mit berechneten Korrekturen eines anderen
Sensors verwendet. Der berechnete Differenzwert bildet gewissermafSen den
Effekt eines virtuellen Substrats auf der radial dufieren Zone ab. Die erste Zone
ist bevorzugt der zweiten Zone unmittelbar benachbart. Es kann aber auch vor-
gesehen sein, dass zwischen der ersten und der zweiten Zone eine weitere Zone

angeordnet ist.

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand beigefiigter

Zeichnungen erldutert. Es zeigen:

Fig.1 einen Querschnitt durch die Prozesskammer eines CVD-Reaktors

eines ersten Ausfiithrungsbeispiels,

Fig. 2 den Blick auf die erste Seite 1" des Suszeptors 1 gemafs Figur 1,

Fig.3 eine Darstellung gemafs Figur 2 eines zweiten Ausfithrungsbeispiels
und
Fig. 4 eine Darstellung gemafS Figur 2 eines dritten Ausfiihrungsbeispiels.

In einem in den Zeichnungen nicht dargestellten gasdichten Reaktorgehduse
befindet sich eine Prozesskammer 3. Der Boden der Prozesskammer 3 wird von
einer ersten Seite 1’ eines aus Graphit bestehenden Suszeptors 1 ausgebildet.
Der Suszeptor 1 ist um eine Drehachse 8 drehbar und wird hierzu um einen

nicht dargestellten Drehantrieb gedreht.

Oberhalb des Suszeptors 1 befindet sich eine die Prozesskammer 3 nach oben

hin begrenzende Gasaustrittstliche eine Gaseinlassorganes 10. Bei dem Gasein-
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lassorgan 10 handelt es sich um einen Showerhead, der ein Volumen aufweist,
welches mit Prozessgasen gespeist wird. Die Prozessgase treten durch Gasaus-

trittséffnungen 7 in die Prozesskammer 3 aus.

Unterhalb des Suszeptors 1 befindet sich eine Heizeinrichtung 4. Die Heizein-
richtung 4 kann eine Infrarot-Wirmequelle sein, die die Unterseite 1 des aus
Graphit bestehenden Suszeptors 1 beheizt. Durch Warmeleitung durch den
Suszeptor 1 hindurch wird die Oberseite 1" des Suszeptors 1 und damit die auf
der Oberseite 1" des Suszeptors 1 liegenden Substrate 2 beheizt. Die Gasaus-
trittsflache des Gaseinlassorganes 10 wird aktiv gekiihlt, so dass sich zwischen
Heizeinrichtung 4 und Gaseinlassorgan 10 ein vertikaler Temperaturgradient
einstellt. Dieser vertikale Temperaturgradient hat zur Folge, dass die Oberfla-
chentemperatur der Substrate 2 niedriger ist, als die Oberflichentemperatur der
freien Abschnitte der ersten Seite 1° des Suszeptors 1, die sich zwischen den

Substraten 2 befinden.

Bei dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel besitzt der
kreisscheibenférmige Suszeptor 1 insgesamt drei Zonen A, B, C, denen jeweils
ortlich eine Zonen-Heizeinrichtung 4" zugeordnet ist. Bei den Zonen-Heizein-
richtungen 4" handelt es sich um ringférmige Heizorgane, die koaxial um eine
Drehachse 8 angeordnet sind, um die der Suszeptor 1 drehangetrieben wird.
Eine erste Zone A befindet sich radial auSen. Die erste Zone A besitzt eine Sus-

zeptoroberseite 1°, die an keiner Stelle von einem Substrat 2 bedeckt ist.

Radial innerhalb der ersten Zone A befindet sich eine zweite Zone B, auf deren
Suszeptoroberseite 1’ Substrate 2 aufliegen. Eine dritte Zone C befindet sich

radial innerhalb der zweiten Zone B. Auch diese Zone tragt Substrate 2.
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Jeder der drei Zonen A, B, C ist eine Temperatur-Messeinrichtung 6 zugeord-
net. Die Temperatur-Messeinrichtung 6 ist ein Pyrometer und besitzt eine opti-

sche Wegstrecke, die sich durch eine Gasaustrittsoffnung 7 erstreckt.

In der Figur 2 sind die Grenzen zwischen den Zonen A, B, C durch gestrichelte

Linien dargestellt.

Wird der Suszeptor 1 um die Achse 8 gedreht, so tasten die Temperatur-Mess-
einrichtungen 6 jeweils eine kreisformige Abtaststrecke oder -linie 9 ab, wobei
die Abtaststrecke 9 der ersten Zone A sich nur tiber die Oberfldche des Suszep-
tors 1 erstreckt. Die Abtaststrecken 9 der zweiten Zone B und der dritten Zo-
ne C erstrecken sich aber sowohl tiber die Oberfldchen der Substrate 2 als auch
tiber die Oberflichen der zwischen den Substraten freiliegenden Oberflichen-
abschnitte der Seite 1" des Suszeptors 1. Die Abtastlinien 9 sind durch strich-

punktierte Linien dargestellt.

Das in der Figur 3 dargestellte zweite Ausfiihrungsbeispiel unterscheidet sich
im Wesentlichen nur durch die Anzahl der Zonen vom ersten Ausfiihrungsbei-
spiel. Hier ist zusitzlich noch eine vierte Zone D vorgesehen, die radial inner-
halb der dritten Zone C angeordnet ist. Es ist erkennbar, dass die Abtaststre-
cken oder -linien 9 der zweiten Zone B, der dritten Zone C und der vierten Zo-
ne D sowohl tiber Substrate 2 als auch {iber zwischen den Substraten angeord-
neten freien Oberflichenabschnitten des Suszeptors 1 verlaufen. Die Abtastli-
nien 9 der radial dufferen ersten Zone A verlaufen hingegen nur iiber die freie

Oberfldche des Suszeptors 1.

Das in der Figur 4 dargestellte dritte Ausfiihrungsbeispiel unterscheidet sich
von dem in der Figur 3 dargestellten zweiten Ausfiihrungsbeispiel im Wesent-
lichen nur durch die Grofie der Lagerplitze fiir die Substrate 2 beziehungsweise

der in den Lagerplitzen einliegenden Substrate 2.
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Die Lagerplitze konnen Vertiefungen in einer ansonsten ebenen Seite 1" des
Suszeptors 1 sein, wobei die Umrisskontur der Vertiefung der Umrisskontur
des Substrates angepasst ist. Im Ausftihrungsbeispiel handelt es sich um eine

Kreisscheibenform.

Es ist eine Regeleinrichtung 5 vorgesehen. Diese Regeleinrichtung 5 empfangt
Temperatur-Istwerte von den Temperatur-Messeinrichtungen 6. Jeder einzel-
nen Zone A, B, C, D ist individuell mindestens eine Temperatur-Messeinrich-
tung 6 und eine Zonen-Heizeinrichtung 4’ zugeordnet. Jede Zone A, B, C, D
besitzt einen unabhédngigen Regelkreis, die die Zonen-Heizeinrichtung 4" mit
Leistung versorgt, um die von der Temperatur-Messeinrichtung 6 gemessene

Ist-Temperatur auf eine Solltemperatur zu regeln.

Mit der Temperatur-Messeinrichtung 6 der ersten Zone A wird ausschliefslich
die Temperatur der freien Oberfldche des Suszeptors 1 gemessen. Dies erfolgt

tiber eine Mittelung einer Vielzahl von Einzelmesswerten.

Die Temperatur-Messeinrichtungen 6 der zweiten Zone B, der dritten Zone C
und der vierten Zone D sind in der Lage, zwei Messwerte zu liefern, namlich
die Temperatur Tsub der freien Oberfldache des Substrates und der Tempera-

tur Tsus der freien Oberfliche des Suszeptors zwischen den Substraten 2. Wegen
des zuvor genannten Temperaturgradienten besteht eine Differenz zwischen

Tsub und Tsus, wobei Tsup kleiner ist als Taus.

Zur Steuerung der Zonen-Heizeinrichtungen 4" der radial innen liegenden Zo-
nen B, C, D wird die an der freien Oberfliche des Substrates gemessene Tempe-

ratur Tsub verwendet, die auf eine Solltemperatur geregelt wird.
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Beim Ausfiihrungsbeispiel kann die Temperatur Tsus2 der freien Oberfldche der
ersten Seite 1” des Suszeptors 1 in der zweiten Zone B als Sollwert zur Regelung
der Temperatur der ersten Zone A verwendet werden. Es ist aber auch moglich,
hierzu Teuss oder Tsusg, also die Temperatur der freien Oberfldche der ersten Sei-

te 1’ des Suszeptors 1 der dritten Zone C oder der vierten Zone D zu verwenden.

Die thermische Behandlung der Substrate, insbesondere das Abscheiden einer
Beschichtung auf den Substraten 2 erfolgt nach einer vorgegebenen Rezeptur,
mit der eine programmgesteuerte Regeleinrichtung programmiert wird. Es
handelt sich dabei um eine einheitliche Temperaturvorgabe fiir alle Regelkrei-
se b. Die Regelkreise 5 der Zonen B, C, D verwenden diese Vorgabetemperatur,
um die Oberflichentemperaturen der dortigen Substrate 2 auf die Vorgabetem-
peratur zu regeln. Der Regelkreis der ersten Zone A, die nicht mit einem Sub-
strat 2 belegt ist, erhilt als Vorgabetemperatur eine um die Differenz von Tsup2

und Tsus2 verminderte Temperatur.

In einen bestehenden Regelkreis kann dadurch eingegriffen werden, dass eine
Solltemperatur, auf die die Oberfldche des Suszeptors der ersten Zone A geregelt
wird, mit einem Offset belegt wird, wobei der Offset die Differenz von Tsus2 und
Tsubz ist. Diese Differenz kann sich im Verlauf des Beschichtungsprozesses dn-
dern, so dass in Intervallen oder kontinuierlich eine Korrekturwert-Anpassung
vorgenommen werden kann, um die Temperatur der Suszeptoroberfliche der
ersten Heizzone A zu regeln. Erfindungsgemafs ist somit die Isttemperatur, die
zur Regelung der Zonen-Heizeinrichtung 4" der radial dufieren Zone A verwen-
det wird, geringer, als die Isttemperatur, die zur Regelung der Zonen-Heizein-
richtungen 4’ tibrigen Zonen verwendet wird. Obwohl die Isttemperatur die
Substrattemperatur ist, erfolgt die Regelung derart, dass die Suszeptortempera-
tur tiber die gesamte Oberfldache des Suszeptors 1 im Wesentlichen gleich ist.
Dies hat dann zur Folge, dass der laterale Temperaturgradient der Oberfldchen-

temperaturen der Substrate 2 einen ausreichend geringen Wert besitzt.
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Die vorstehenden Ausftihrungen dienen der Erlduterung der von der Anmel-
dung insgesamt erfassten Erfindungen, die den Stand der Technik zumindest
durch die folgenden Merkmalskombinationen jeweils auch eigenstindig wei-

terbilden, namlich:

Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Regelgrofie der
zweiten Zone B eine Temperatur Tsub2 der freien Oberfldche eines dortigen Sub-
strates 2 ist und zusatzlich eine Temperatur Tsus2 der freien Oberfldche der ers-
ten Seite 1° des Suszeptors 1 in der zweiten Zone B gemessen wird und der
Sollwert der der ersten Zone A zugeordneten Regeleinrichtung 5 zumindest
einen Beitrag aus dem Wert der Temperatur Tsus> der freien Oberfliche der ers-

ten Seite 1’ des Suszeptors 1 in der zweite Zone B besitzt.

Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Suszeptor 1 um eine
Drehachse 8 drehantreibbar ist und die Zonen A, B Umfangszonen um die

Drehachse 8 sind.

Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Temperatur-Mess-
einrichtung 6, insbesondere ein Pyrometer, derart ausgebildet und angeordnet
ist, dass damit sowohl die Temperatur Tsupz2 der freien Oberfldche des Substra-
tes 1 als auch die Temperatur Tsus2 der freien Oberfldche der ersten Seite 1" des

Suszeptors 1 gemessen werden kann.

Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Temperatur-Mess-
einrichtung 6 so angeordnet ist, dass damit die Temperaturen Tsub2, Tsus2 durch
eine Mittelung von an verschiedenen Messpunkten der zweiten Zone B gemes-

senen Temperaturen gewonnen sind.



10

15

20

25

WO 2016/116373 PCT/EP2016/050796

15

Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Sollwert der der
ersten Zone zugeordneten Regeleinrichtung der Temperatur Tsus2 der freien

Oberfldche der ersten Seite 1° des Suszeptors 1 in der zweiten Zone B entspricht.

Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Sollwert der der
zweiten Zone B zugeordneten Regeleinrichtung 5 eine durch eine Rezeptur
vorgegebene Temperatur ist und der Sollwert der der ersten Zone A zugeord-
neten Regeleinrichtung eine durch einen Korrekturwert modifizierte durch die
Rezeptur vorgegebene Temperatur ist, wobei der Korrekturwert eine Differenz
der Temperatur Tsus2 der freien Oberfliche der ersten Seite 1° des Suszeptors 1
in der zweiten Zone B von der dort gemessenen Temperatur Tsub2 der freien

Oberfliache des Substrates 2 ist.

Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die erste Zone A und

die zweite Zone B unmittelbar benachbart sind.

Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die erste Zone A eine

Randzone des Suszeptors 1 ist.

Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Heizeinrichtung 4

eine IR-Heizung oder eine RF-Heizung ist.

Eine Vorrichtung, die gekennzeichnet ist durch auf Kreisbogenlinien um eine
Drehachse 8 des Suszeptors 1 verlaufende Abtaststrecken 9, auf welcher mittels
der mindestens einen Temperatur-Messeinrichtung 6 Temperaturen gemessen
werden, wobei die der ersten Zone A zugeordnete Abtaststrecke 9 nicht tiber
Substrate 2 beziehungsweise Lagerpldtze fiir Substrate 2 verlaufen, die Abtast-
strecke 9 der zweiten Zone B und gegebenenfalls einer dritten oder einer vier-

ten Zone C, D sowohl tiber Substrate 2 beziehungsweise Lagerplitze fiir Sub-
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strate 2 als auch freie Oberfldchenabschnitte der ersten Seite 1° des Suszeptors 1

verlaufen.

Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Regelgrofie der zwei-
ten Zone B eine Temperatur Tsuw2 der freien Oberfldache eines dortigen Substra-
tes 2 ist und zusitzlich eine Temperatur Tsus2 der freien Oberfliche der ersten
Seite 1’ des Suszeptors 1 in der zweiten Zone B gemessen wird und der Sollwert
der der ersten Zone A zugeordneten Regeleinrichtung 5 von dem Wert der
Temperatur Tsus2 der freien Oberfldche der ersten Seite 1 des Suszeptors 1 in

der zweiten Zone B zumindest mitbestimmt wird.

Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass der Suszeptor 1 um eine
Drehachse 8 drehangetrieben wird und die Zonen A, B Umfangszonen um die

Drehachse 8 sind.

Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Temperatur Tsuw2 der
freien Oberfldche des Substrates 1 und die Temperatur Tsus2 der freien Oberfla-
che der ersten Seite 1’ des Suszeptors 1 von derselben Temperatur-Messeinrich-

tung 6, insbesondere einem Pyrometer, gemessen werden.

Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Temperatur-Messein-
richtung 6 so angeordnet ist, dass damit die Temperaturen Tsuv2, Tsus2 durch
eine Mittelung von an verschiedenen Messpunkten der zweiten Zone B gemes-

senen Temperaturen gewonnen werden.

Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass der Sollwert der der ersten
Zone zugeordneten Regeleinrichtung der Temperatur Tsus2 der freien Oberfla-

che der ersten Seite 1" des Suszeptors 1 in der zweiten Zone B entspricht.
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Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass der Sollwert der der zwei-
ten Zone B zugeordneten Regeleinrichtung 5 eine von einer Rezeptur vorgege-

bene Temperatur ist und der Sollwert der der ersten Zone A zugeordneten Re-

geleinrichtung 5 eine durch einen Korrekturwert modifizierte durch die Rezep-
tur vorgegebene Temperatur ist, wobei der Korrekturwert eine Differenz der in
der zweiten Zone B gemessenen Temperatur Tsus2 der freien Oberfldache der ers-
ten Seite 1° des Suszeptors 1 von der in der zweiten Zone B gemessenen Tempe-

ratur Tsuwz der freien Oberfldche eines dortigen Substrates 2 ist.

Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die erste Zone A und die
zweite Zone B unmittelbar benachbart sind, und/oder die erste Zone A eine
Randzone des Suszeptors 1 ist, und/oder die Heizeinrichtung 4 eine IR-Heizung

oder eine RF-Heizung ist.

Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die erste Zone A einen
Vollkreisabschnitt aufweist, der nicht mit Substraten 2 belegt ist und die zweite
Zone B und gegebenenfalls eine dritte oder vierte Zone C, D einen Vollkreisab-
schnitt aufweist, der sowohl mit Substraten 2 belegt ist als auch freie Oberfla-

chen der ersten Seite 1’ des Suszeptors 1 aufweist.

Alle offenbarten Merkmale sind (fiir sich, aber auch in Kombination unterei-
nander) erfindungswesentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird hier-
mit auch der Offenbarungsinhalt der zugehorigen/ beigeftigten Prioritidtsunter-
lagen (Abschrift der Voranmeldung) vollinhaltlich mit einbezogen, auch zu
dem Zweck, Merkmale dieser Unterlagen in Anspriiche vorliegender Anmel-
dung mit aufzunehmen. Die Unteranspriiche charakterisieren mit ihren Merk-
malen eigenstindige erfinderische Weiterbildungen des Standes der Technik,

insbesondere um auf Basis dieser Anspriiche Teilanmeldungen vorzunehmen.
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Bezugszeichenliste:
1 Suszeptor A Zone
1" Oberseite B Zone
1 Unterseite C  Zone
2 Substrat D  Zone
3 Prozesskammer
4 Heizeinrichtung
4" Zonen-Heizeinrichtung
5 Regeleinrichtung
6 Temperatur-Messeinrichtung
7  Gasaustrittsoffnung Tsub Temperatur
8 Drehachse Tews Temperatur
9 Abtaststrecke, Abtastlinie Tsur2 Temperatur
10 Gaseinlassorgan Tsus2 Temperatur

Tsuss Temperatur

Tsusa Temperatur
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ANSPRUCHE

Vorrichtung zum Behandeln von ein oder mehreren Substraten (2), mit
einer Prozesskammer (3) und einem Suszeptor (1), der eine zur Prozess-
kammer weisende erste Seite (1°) zur Aufnahme der ein oder mehreren
Substrate (2) und eine davon abgewandte zweite Seite (1”) aufweist, die
von einer, mehrere Zonen-Heizeinrichtungen (4") aufweisenden Heizein-
richtung (4) derart beheizbar ist, dass in der Prozesskammer (3) ein verti-
kaler Temperaturgradient entsteht, wobei eine erste Zonen-Heizeinrich-
tung (4') eine erste Zone (A) des Suszeptors (1) beheizt und eine zweite
Zonen-Heizeinrichtung (4°) eine zweite Zone (B) des Suszeptors (1) be-
heizt, wobei jeder Zone (A, B) eine Regeleinrichtung (5) zugeordnet ist,
deren Regelgrofie eine mit mindestens einer Temperatur-Messeinrich-
tung (6) auf der ersten Seite (1") der jeweiligen Zone (A, B) gemessene
Temperatur ist, die durch Steuern der in die zugeordnete Zonen-Heizein-
richtung (4") eingespeiste Heizleistung jeweils auf einen Sollwert geregelt

wird;

wobei die Regeleinrichtung (5) der zweiten Zone (B) so eingerichtet ist,
dass die Regelgrofie eine Temperatur (Tsubz) der freien Oberfldche des
Substrates (2) und ihr Sollwert eine durch eine Rezeptur vorgegebene

Temperatur ist;

die Regeleinrichtung (5) der ersten Zone (B) so eingerichtet ist, dass die
Regelgrofie eine Temperatur (Tsus1) der freien Oberfliche des Suszep-
tors (1) und ihr Sollwert die durch einen Korrekturwert modifizierte von

der Rezeptur vorgegebene Temperatur ist;

wobei der Korrekturwert die Differenz der von der Temperatur-Messein-

richtung (6) gemessenen Temperatur (Tsus2) der freien Obertldche der ers-
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ten Seite (1°) des Suszeptors (1) in der zweiten Zone (B) von der dort ge-

messenen Temperatur (Tsup2) der freien Oberfldche des Substrates (2) ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Suszep-
tor (1) um eine Drehachse (8) drehantreibbar ist und die Zonen (A, B) Um-

fangszonen um die Drehachse (8) sind.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Temperatur-Messeinrichtung (6), insbesondere ein
Pyrometer, derart ausgebildet und angeordnet ist, dass damit sowohl die
Temperatur (Tsuw2) der freien Oberfldche des Substrates (1) als auch die
Temperatur (Tsus2) der freien Oberfliche der ersten Seite (1°) des Suszep-

tors (1) gemessen werden kann.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Temperatur-Messeinrichtung (6) so angeordnet ist,
dass damit die Temperaturen (Tsub2, Tsus2) durch eine Mittelung von an
verschiedenen Messpunkten der zweiten Zone (B) gemessenen Tempera-

turen gewonnen sind.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Zone (A) und die zweite Zone (B) unmittelbar

benachbart sind.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die erste Zone (A) eine Randzone des Suszeptors (1) ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Heizeinrichtung (4) eine IR-Heizung oder eine RF-

Heizung ist.
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Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, gekennzeichnet
durch auf Kreisbogenlinien um eine Drehachse (8) des Suszeptors (1) ver-
laufende Abtaststrecken (9), auf welcher mittels der mindestens einen
Temperatur-Messeinrichtung (6) Temperaturen gemessen werden, wobei
die der ersten Zone (A) zugeordnete Abtaststrecke (9) nicht {iber Substra-
te (2) beziehungsweise Lagerplitze fiir Substrate (2) verlaufen, die Abtast-
strecke (9) der zweiten Zone (B) und gegebenenfalls einer dritten oder ei-
ner vierten Zone (C, D) sowohl {iber Substrate (2) beziehungsweise Lager-
pldtze fiir Substrate (2) als auch freie Oberflichenabschnitte der ersten Sei-

te (1") des Suszeptors (1) verlaufen.

Verfahren zum Behandeln von ein oder mehreren Substraten (2), in einer
Prozesskammer (3), wobei eine zur Prozesskammer weisende erste Sei-

te (1) eines Suszeptors (1) ein oder mehrere Substrate (2) tragt und eine
davon abgewandte zweite Seite (1) von einer mehrere Zonen-Heizein-
richtungen (4") aufweisenden Heizeinrichtung (4) derart beheizt wird,
dass in der Prozesskammer (3) ein vertikaler Temperaturgradient entsteht,
wobei eine erste Zonen-Heizeinrichtung (4’) eine erste Zone (A) des Sus-
zeptors (1) beheizt und eine zweite Zonen-Heizeinrichtung (4') eine zweite
Zone (B) des Suszeptors (1) beheizt, wobei jeder Zone (A, B) eine Regelein-
richtung (5) zugeordnet ist, deren Regelgrofse eine mit mindestens einer
Temperatur-Messeinrichtung (6) auf der ersten Seite (1) der jeweiligen
Zone (A, B) gemessene Temperatur ist, die durch Steuern der in die zuge-
ordnete Zonen-Heizeinrichtung (4°) eingespeiste Heizleistung auf einen

Sollwert geregelt wird;

wobei in der zweiten Zone (B) die Regelgrofie eine Temperatur (Tsupz) der
freien Oberfldche des Substrates (2) und ihr Sollwert eine durch eine Re-

zeptur vorgegebene Temperatur ist;
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in der ersten Zone (B) die Regelgrofie eine Temperatur (Tsus1) der freien
Oberfldche des Suszeptors (1) und ihr Sollwert die durch einen Korrek-

turwert modifizierte von der Rezeptur vorgegebene Temperatur ist;

wobei der Korrekturwert die Differenz der von der Temperatur-Messein-
richtung (6) gemessenen Temperatur (Tsus2) der freien Oberfldche der ers-
ten Seite (1°) des Suszeptors (1) in der zweiten Zone (B) von der dort ge-

messenen Temperatur (Tsup2) der freien Oberfldche des Substrates (2) ist.

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Suszep-
tor (1) um eine Drehachse (8) drehangetrieben wird und die Zonen (A, B)

Umfangszonen um die Drehachse (8) sind.

Verfahren nach einem der Anspriiche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die Temperatur (Tsup2) der freien Oberfldche des Substrates (1) und
die Temperatur (Tsus2) der freien Oberfldache der ersten Seite (17) des Sus-
zeptors (1) von derselben Temperatur-Messeinrichtung (6), insbesondere

einem Pyrometer, gemessen werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die Temperatur-Messeinrichtung (6) so angeordnet ist, dass damit die
Temperaturen (Tsub2, Tsus2) durch eine Mittelung von an verschiedenen
Messpunkten der zweiten Zone (B) gemessenen Temperaturen gewonnen

werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Zone (A) und die zweite Zone (B) unmittelbar benachbart
sind, und/oder die erste Zone (A) eine Randzone des Suszeptors (1) ist,
und/oder die Heizeinrichtung (4) eine IR-Heizung oder eine RF-Heizung

ist.
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14. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Zone (A) einen Vollkreisabschnitt aufweist, der nicht mit
Substraten (2) belegt ist und die zweite Zone (B) und gegebenentalls eine
dritte oder vierte Zone (C, D) einen Vollkreisabschnitt aufweist, der so-
wohl mit Substraten (2) belegt ist als auch freie Oberfldchen der ersten Sei-

te (1") des Suszeptors (1) aufweist.

15. Vorrichtung oder Verfahren, gekennzeichnet durch eines oder mehrere

der kennzeichnenden Merkmale eines der vorhergehenden Anspriiche.
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